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PREFACE

L>école d’été 1977 de Confolant sur ies défauts ponctuels renoue avec une
tradition maintenant déja longue et, je pense, particuliére a la France, des
écoles d’été de métallurgie physique au sens large, qui réunissent des
chercheurs appliqués comme fondamentalistes autour d’un grand théme de
recherche des matériaux. On peut regretter que la collection des écoles
précédentes ait été publiée de facon fort diverse, et qu’elles soient de ce fait
pratiquement introuvables maintenant. Il faut souhaiter que cette publica-
tion par les Editions de Physique soit un franc succeés qui permette a une
nouvelle tradition de se créer.

J. FRIEDEL



AVANT-PROPOS

Les chapitres de ce livre sont issus des textes des conférences faites dans
le cadre d’une Ecole d’Eté qui a eu lieu a Confolant (Puy-de-Déme) du 5 au
16 septembre 1977 et a réuni 120-participants. Outre les conférences,
plusieurs tables rondes et de nombreux séminaires ont porté sur des sujets
aussi divers que I’avenir des « groupes Monétier », le processus photogra-
phique, les matériaux amorphes, les super-conducteurs ioniques, la métho-
de des déphasages... sans oublier un débat ardent sur les problémes de choix
nationaux en matiére énergétique qui a resurgi sous des formes diverses tout
au long de cette école. Le soleil, I’exotisme de Miremont, la poésie,
I’humour ont heureusement permis de réconcilier les esprits parfois diver-
gents.

Organisée en moins de neuf mois, cette Ecole d’Eté n’a pu voir le jour que
grace au soutien de nombreuses personnalités et de nombreux organismes.
Nous remercions en particulier la Société francaise de Physique qui a
accordé son patronage, la Délégation Générale a la Recherche Scientifique
et Technique et la Direction des Recherches et Moyens d’Essais qui ont
participé directement au financement, le Commissariat a I’Energie Atomi-
que et le Centre National de la Recherche Scientifique auxquels appartien-
nent les organisateurs.

G. BREBEC, J. CASTAING, C.-H. de NOVION, C. MONTY,
A. SOLLACARO, L. ZUPPIROLI.

12 janvier 1978
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